1.- Un SCR con la impedancia térmica union encapsulado Z de la figura esta montado sobre un
radiador con ventilacion forzada de resistencia térmica encapsulado ambiente Rinca Segun la
figura inferior. En el SRC se producen pulsos de potencia P=400W, de duracién t=0,2s con un
periodo de repeticion de T=0,4s. Suponiendo la temperatura del encapsulado constante, calcular
la temperatura maxima en la unién. Datos: Temperatura del aire de refrigeracion 40°C, flujo de
aire 100 dms/s
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2.- El MOSFET de potencia IRF440 tiene una impedancia térmica transitoria Zy unién - encapsulado
definidaen lafigura. Se somete atren de pulsos de larga duracion de intensidad de ciclo de trabajo D=0,2
y frecuencia 1kHz. Se pide la méaxima intensidad por el semiconductor, potencia disipada maxima.

Resistenciatérmica de necesariadel radiador. Max T; = 150°C. T, = 65°C con T, = 40°C

Zq(t) (CIW,
10°
1
M
101 ]
102 t(9
104 103 102 101
18
Rps(on(W)
16
14 Tip
1,2
1,0
0,8
0.6 —]
0,4
0 50 100 150 T; ()
Puis 4

- L | + Ta

T e

4oRg-9 & 1,0 u

Tow- L=Pi—— +6¢l- 2~ - + .

j max c 08 TS & ngzq (Ts +tp) ZQ(TS) ZQ(tP)H
tp/Ts=0,2; Rq(-c) = 1°C/W; Zy(ts+p)=0,110C/W; Z4(15)=0,1°C/ W,
Zy(tp) = 0,0520C/W
Con Tjmax - Tc = 85°C, se obtiene Pomax = 354,2 W
Po =102 Rpson;  Rpson(150°C) =1,8W,  lo= 14A.
El valor medio de la potencia disipada es Po D = 354,2 W 0,2 = 70,84 W
Tc - Ta = Rg(c-a) Pomed; Rq(ca) = 0,35°C/W
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3.- Un MOSFET de intensidad nominal b = 7,8A, presenta una resistencia térmica unién-
encapsulado Rjc=1,5°C/W. La resistencia térmica del radiador es Rinca=1°C/W y la temperatura
del aire 40°C. Calcular: a) la méxima intensidad continua de drenador, Ip, si se desea limitar la
temperatura de la unién a T=100°C. b) la tensidn Vps en estas condiciones. ¢) Tj si Ip=5,5A
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Repitiendo los célculos para T=117°C, se obtiene R gson117=1,1W
DTj.a=1170C-400C=77°C, 14=5,29 A
para T{=130°C, se obtiene Rdson130=1,18 W

DTj.a=1300C-40°C=90°C, 14=5,5 A, luego Tj=130°C
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